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１．概要（Summary） 

チャネル材料として酸化亜鉛を、電極として超伝導

Nb を用いた電気二重層トランジスタ(EDLT)異な磁

場応答が観測されている[1]。その特異な磁場応答の原

因として金属と酸化亜鉛界面における界面状態が重要で

あることが示唆された。この界面状態の直接検証のため、

物質・材料研究機構（NIMS）ナノテクノロジー融合ステー

ション／NIMS 微細加工 PF の設備を利用して、電極を

チタンとした酸化亜鉛 EDLT 構造を作製し、日本女子大

学で評価した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  高速マスクレス露光装置、レーザ

ー露光装置、プラズマアッシャー、全自動スパッタ装置、

12 連電子銃型蒸着装置、多目的ドライエッチング装置、

化合物ドライエッチング装置 
【実験方法】 

10 mm×10 mm のサファイア基板上にエピタキシャル

成長された 500 nm の ZnO 薄膜を保護するために、最

初に「全自動スパッタ装置」を用いて 70 nm の SiO2膜を

成膜した。次に ZnO チャネルを形成するためにレーザー

リソグラフィを行った。 レジストの密着性をよくするために

HMDS 処理を行い、ネガレジスト ZPN1150-90 を用いた。

次に「多目的ドライエッチング装置」にて SiO2のドライエッ

チング、「化合物ドライエッチング装置」にて ZnO のドライ

エッチングを行いチャネル構造を形成した。また、レジスト

の剥離のために「プラズマアッシャー」を用いた。チタン電

極構造のためにポジレジストAZ5214E/LOR5Aの 2層レ

ジスト法を用い、レーザーリソグラフィとリフトオフ法に電極

を形成した。チタン電極の成膜は「12 連電子銃型蒸着装

置」にて行い、またチタン膜の上に保護層として Au 膜を

製膜した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製した電気二重層トランジスタ構造を Fig. 1 に示

す。黄色の部分は電極で中心の茶色の部分に ZnO があ

る。これまで日本女子大学にて室温における、電気輸送

特性の評価を行っている。 
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Fig. 1 Pictures of ZnO based electric double layer 
transistor structure 


